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Introduction

Au début de ce troisiéme semestre, il nous a été proposé différents projets en étude et
réalisation par notre enseignant M. Thierry LEQUEU, notre choix s'est porté sur la détection du kart
pour la balise 50m départ arrété. Ce projet est un moyen de nous rendre compte des contraintes que
l'on peut retrouver dans le monde de 'entreprise a une échelle réduite.

Ce projet a été déja traité les années précédentes, mais présentait des défauts techniques que
nous allons améliorer, pour cela nous essaierons plusieurs solutions technologiques que nous
testerons, pour ne garder que la présentation la plus performante et ainsi améliorer le projet.

Pour ce faire, nous commencerons par le cahier des charges, suivi du récapitulatif des
réalisations des années précédentes et pour les finir, I'étude et la conception de nos prototypes pour
ne garder que celui présentent les meilleurs résultats techniques et répondant a la demande du cahier
des charges.



1. Présentation des balises de détection pour I'épreuve de
kart 50m départ arrété

1.1. L'épreuve

Pour comprendre ce projet, il est important de parler de I'épreuve a laquelle participe le club
e-kart. Le principe de 1'épreuve est de mesurer la performance en accélération des karts €lectriques.
Pour ce faire, I'accélération s'effectue sur une ligne droite de 50m afin de mesurer une bonne
amplitude de cette accélération. Le vainqueur de I'épreuve est le pilote ayant réalisé la meilleure
performance au chronométre.

Etape 1: Chronomeétre a zéro,le karting se met en place sur fa lignhe de départ

S50 m

2

Arrivée

e,
i

Arrivée

50 m :
Arrivée

s °
Départ

Hllustration 1: épreuve kart 50m départ arrété



1.2. Projet existant

Depuis trois ans, ce projet est proposé aux €tudiants de deuxiéme années, cependant chaque
année le projet n'était pas mené a son terme étant donné qu'il ne répondait pas a la totalité du cahier
des charges. Nous allons améliorer le projet existant pour qu'il soit opérationnel et pour ce faire, il
faut se pencher au projet existant.

1.2.1. Généralités

Les études réalisées les années précédentes ont démontré 1'intérét de placer deux faisceaux
de détection au départ et a l'arrivée, a la place d'un seul faisceau de détection au départ et a l'arrivée.
Le systéme de deux faisceaux permet de détecter les faux-départ et aussi permettre d'avoir la vitesse
atteint a la borne d'arrivée.

La premiere ligne de détection sert au positionnement du kart sur la ligne de départ et la
seconde a connaitre selon la couleur du feu si le kart fait un faux-départ ou non.

Blape 2 bonne position du karting Etape X Le karting peut démarrer,

st systéme prét, fo fou vert cligiote fo chronomaotre est déclenché 3 iz
coupure du secord faisceay

Etape 1: je fou orange clignote,
attents de I3 mise en position dg
karting

emetleurs

$00

Mauvaise position du karting, e

\ feu rouge clignote

émelteurs

Hllustration 2: principe de la détection au niveau de la borne de départ



La borne d'arrivée est également composée de deux faisceaux de capteur qui permet de
connaitre la vitesse du Kart, lorsque celui-ci franchi la ligne d'arrivée. Grace a la distance connue
entre les deux faisceaux, on peut appliquer la formule de la vitesse V=D/T (V la vitesse en m/s, D la
distance entre les deux faisceaux en metre et T le temps entre les deux faisceaux lasers de détections
en seconde).

Colipure du premier falsceaty, Coupure du second faiscean,
lancement d'un chronometrage arrét du chronométre interne
interne

Hllustration 3: principe de la borne d'arrivee



2. Notre projet réalisé

2.1. Cahier des charges et planning
On peut trouver dans le cahier des charges les contraintes suivantes :
= utiliser I'alimentation 0V, +5V, +15V existante
= facilement transportable
= avoir une détection du kart précise et rapide
=avoir une distance de trois métres entre 1'émetteur et le récepteur
=le systeme de détection doit étre compatible avec I'ATmega

=s'intégrer a la borne existante

Alimentation +15Y, 5V

Passage du kart % Deatecteur _} Détection du kart

lllustration 4: synoptique de niveau I

Alimentation Alimentations +15V & + 5V

niveaw logigue 0V-5V

emetteur —_— receptour —_— fraitement —— vare microcsnivelow

faiscequ

lllustration 5: synoptique de niveau 2
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Prise de connaissance du projet

Recherche d'information

Elaboration du cahier des charges et du planning

|dertification et élaboration de plusieurs solutions

Formation Orcad

Chaix dune solution

Réalization de la solution

Test et vérification

rédaction du document de synthése

Essai du prototype

Remise des dossiers

Soutenance orale

TAPIA Damien OZER Al Groupe 2 P prédsionnelle R réelle
Hllustration 6: planning prévisionnel

2.1. Recherche de plusieurs solutions

2.1.1. L'émetteur

Nous avons procédé a des tests pour connaitre la meilleure solution en terme d'émission
lumineuse. Lors de ces essais, nous avons fait un choix entre la lampe torche et le laser et notre
choix s'est porté sur le laser. Les raisons de ce choix sont un seuil plus faible de détection pour le
laser comparé a la lampe qui approche du seuil de la lumieére ambiante. Il s'avere que le choix de
I'an dernier pour la lampe en terme de facilité de transport et d'installation est compréhensible, mais
pourtant la lumiere blanche (lampe) montre un seuil trop proche de la lumiere extérieure qui fausse
'émission.

Le test pour le choix de 1'émetteur s'est effectué a l'aide de la partie réception de la détection
réalisée l'an passé. Le réglage du seuil de détection a été réalisé par l'ajustement de la valeur des
potentiomeétres. Lorsqu'un faisceau lumineux est projeté contre les photodiodes, nous réglons le
seuil pour observer la détection du signal par les capteurs, cette détection est représentée par les
LED situées sur le dessus de la boite de réglage.. Si la LED s'allume, il y a détection du faisceau
lumineux voulu, si elle est éteinte le circuit ne détecte pas ce méme faisceau.



Potertiometres de

réglage des seuils de
détection

1..
Hllustration 7: capteur de
réception (photodiodes) Hllustration 8: boite de réglage des seuils de détection

2.1.2. Le récepteur

Apres avoir pris en compte le probléme soulevé 1'an dernier, sur le fait de la précision pour
le placement du laser afin que son faisceau soit détecté par les capteurs, nous nous sommes mis a la
recherche de solution pour remédier a ce probléme et notre choix s'est porté sur l'installation de
plusieurs composants connus pour leur propriété de conversion d'un signal lumineux en signal
¢lectrique (photodiodes), serrés les uns contre les autres sur une carte servant de détections pour
capter le faisceau lumineux laser.

Nous avons réalis¢ deux prototypes avec chacun un modéle de photodiode différent, nous
avons gardé le modele SFH-2302 qui nous permet d'avoir un seuil de détection plus bas que le
modele SFH-235.

2.1.3. Boite de réglage des seuils de détection

La boite de réglage de seuil pour la détection est composée de deux systémes de réglage a
l'aide deux potentiomeétre, contenue des 4 récepteurs il nous faut quatre systémes de réglage de seuil
avec quatre potentiomeétre, deux de chaque co6té de la borne pour effectuer la détection pour deux
karts.

2.2. Réalisations

2.2.1. La reception

Pour rendre notre détection compatible avec 1'ATmega, il nous faut fournir en sortie un
signal en front de OV a 5V. Pour cela nous allons utiliser un AOP en comparateur, il permettra de
comparer la tension aux bornes de la résistance en série avec les photodiodes, c'est 1'image du flux
lumineux (elle est appliquée sur la borne V-), et une tension de seuil, qui sera réglable (elle est
appliquée sur la borne V+). Pour ce qui est du fonctionnent de I'AOP en comparateur, on obtiendra
+Vsat égal a 5V et -Vsat égal a 0V, la sortie sera a 5 V si V+ supérieur V- et a OV si V+ inférieur a
V-.
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Schéma de principe d'un des quatre comparateurs
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Hllustration 9: schéma du comparateur

Le schéma ci-dessus a été reproduit quatre fois sur une carte pour détecter un kart, au moyen
de deux faisceaux lumineux, de chaque c6té de la borne.

Nomenclature :
Composants C2 R11 |R8§,R10,R13 R9 R12 R14
Valeurs 100nF 47 kQ 150 Q 10 kQ 500Q 330 kQ

Autre composants :
— Led: D4,D5,D6
— Aop:LM3l11
— Bornier : JP3

11



Fonctionnement de la carte de seuil

La carte de seuil est constituée du schéma page précédente répété quatre fois, pour le seuil
de détection des quatre faisceaux lumineux.

La résistance R14 en série avec le bornier qui assure la connexion avec les photodiodes ont
é6té choisie d'une grande valeur. Etant donné que le courant qui traverse cette résistance varie
proportionnellement en fonction de 1'éclairement des photodiodes. Lorsque celles-ci sont éclairées,
les photodiodes sont parcourues par un courant maximal de l'ordre de micro amperes. C'est
pourquoi, il faut une assez grande résistance pour obtenir une tension, image de ce courant, qui soit
acceptable (utilisation de la loi d'ohm : U=RI donc si R augmente, U augmente).

Le potentiometre R11 est utilisé pour faire varier le seuil de commutation.

Nous avons deux LED d'alimentation D5 et D6 qui permettent d'indiquer la mise sous
tension du montage. Sur notre carte, nous avons par erreur de duplicata mis des emplacements pour
huit LED au lieu de deux suffisantes.

Sachant que les LED doivent étre parcourues par un courant de 20 mA et avoir une tension
de 1,7V, on place en série une résistance pour respecter ces valeurs en tension et en courant. On
effectue le calcul suivant :

U=RI <->R=U/1
R=(U-1,7)/(20%107) avec U égale a la tension d'alimentation
Pour I'alimentation 5V : R=(5-1,7)/(20%10~) =165 'Q On prendra donc R10=150 Q

Pour l'alimentation 15V : R=(15-1,7)/(20%107) = 665 ‘Q On prendra donc R12 = 500 Q en
série avec R13 =150Q2

La diode D4 est 1a pour indiquer 1'état de sortie de I'AOP. La tension sera au maximum de
5V aux bornes de I'ensemble R8, D5, lorsque Vs= 0V, la différence de potentiel est de 5-0=5V et
lorsque Vs=5V, la différence de potentiel est de 5-5=0V on remarque que la LED allumée ne
signifie pas Vs= 5V. Donc le calcul de RS est identique a celui de R10 donc R8=15 Q.

La résistance R9 de 10kQ est la résistance de tirage du transistor a collecteur ouvert en
sortie de I'AOP.

12



Borniers

Schéma de principe des borniers
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Hllustration 10: schéma des connexions au bornier principal universel

Le bornier principal universel assure la liaison avec les quatre comparateurs de la carte
assurant le réglage de la détection :

en let en 8 : la masse

en 2 : alimentation en +15V

en 3 : alimentation en +5V

en 4 : la sortie du comparateur S1
en 5 : la sortie du comparateur S2
en 6 : la sortie du comparateur S3

en 7 : la sortie du comparateur S4
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2.3. Réalisation des prototypes

Hllustration 11: prototype capteur N°I

Ce prototype ci-dessus est constitué de 12 photodiodes SFH-235.

Illustration 12: prototype capteu N°2

Ce prototype ci-dessus est constitué de 20 photodiodes SFH-2302, ce prototype a été
sélectionné pour la réalisation finale.

14



2.4. Réalisation finale

Hlustration 13: couvercle de la boite de controle

Percage du couvercle pour I'emplacement des potentiometres et des leds qui signalent la
présence du 15V, 5V et I'état de sortie des comparateurs.

Hllustration 14: carte de réglage pour la détection coté piste

Pour un gain d'espace, nous avons positionné les potentiometres sur la carte et du coté piste.
De ce méme co6té, nous avons mis les leds pour qu'elles soient visibles aprés I'apposition du
couvercle.
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Hllustration 15: carte de réglage pour la détection coté composant

Placement de la carte au dos du couvercle pour fixer la carte au couvercle et ainsi rendre les
leds et potentiométres visibles et accessibles.

Hllustration 16: boite de controle des réglage de détection

Les écrous situés a la base des boutons de réglage des potentiométres assurent la fixation de
la carte au couvercle.

16



2.5. Colt du montage

Désignation Référence Caractéristique Prix a I'unit¢ HT |Quantit¢ |Prix HT
Pointeur laser |776265-62 Puissance : 1 mW.|6,95 4 27,8
Portée : 100 m
Condensateur |060327370 63V/100 NF 0,15 4 0,6
Photodiodes SFH 2302 Sensibilité 0.45A/W 10,304 80 24,32
3mm
LED rouge 2V-20mA
Résistance 150 0,05 6 0,30
Q
Résistance 0,05 1 0,05
500Q
Résistance 330 0,05 4 0,20
kQ
Résistance 0,05 4 0,20
10kQ2
Potentiomeétre 1,24 4 4,96
47KQ
AOP LM311MF Boitier dip8 2,34 4 9,36
Bornier 8 1
bronche
Bornier 2 4
bronche
Plaque d'époxy
Total HT 67,79

17




Conclusion

Le projet que nous avons réalisé en étude et réalisation, nous a permis d'effectuer un travail
pratique en autonomie et en suivant un cahier des charges et un planning tels que nous pourrons le
rencontrer en industrie, ainsi que des méthodes acquises pour notre futur dans la vie active.

Nous avons été confronté a des problémes techniques auquels nous avons du nous adapter
pour réaliser notre projet.

Nous sommes satisfait de notre produit fini, qui correspond au attentes du cahier des
charges.

18



Résumé

Notre projet était de trouver une solution de détection pour les kartings dans I'épreuve du 50
départ arrété et améliorer celui existant, ayant des défauts techniques. Nos recherches nous ont
conduis a des tests sur différentes photodiodes. Nous avons donc choisi d'utiliser les photodiodes
SFH-2302, placées dans un tube en PVC et pointées par un faisceau lumineux de type laser. Ainsi
nous avons réalisé les circuits électroniques pour rentrer dans la conformité du cahier des charges.
Apres avoir réalisé toute les cartes €lectroniques qui ont permis le fonctionnement de notre projet,
nous avons ¢été satisfaits d'avoir amené notre projet a terme. Ainsi ce projet nous a apporté des
connaissances techniques, mais nous a aussi fait prendre conscience des difficultés de mise en
ceuvre d'un systéme.

126 mots
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Schnelle PIN-Fotodiode

High Speed PIN-Photodiode
Lead (Ph) Free Product - RoHS Compliant

SFH 2302

Wesentliche Merkmale

Speziall gesignet for Arwendungen won 400nm
bi= 1050mm

Sahr kurze Schaltzeit im spezifizierisn
Wellenlangenbersich

Sehr kurze Schaltzeil bei geringsr

Spemspannung [<5V)
Extrem kurze Abklingzeit [ slow tail”)

3 mmi-Plastikbauform im LED-Gehauss

Anmwendungen

Optische Laufwerke (CD, DVD}

Lichtschranken filr Gleich- und Wechsealbetrieh

*  Industriealakironik

+  Messen/Steusm/Hegpein®

= LWL

+  Abstandsmesser

Typ Bestellnummer
Type Ordering Code
SFH 2302 06511045343
2007-04-2T

Features

Espedally suitable for applications from 400nm
to 1050nm

Fast switching time within the specified
wavehength

Fast switching time at low reverss voltags
=5V}

Liira short decay time (_slow tail™)

3 mm LED plastic package

Applications

Oipfical Disc Dnives (CD, DVD)
Photointermupters

Imdusirial slectronics

For control and drive cincuits
Fibre optic tramsmission systems
Ramge Finders

Opto Semiconductors

OSRAM
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Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung
Parameter

Symbal
Symbeol

Wert
Value

Einheit
Umit

Betrisbs- und Lagerempearatur
Oiparating and siorage temperature rangs

Tog: Ty

—40 ..+ 100

Sperrspannung
Reverss voltags

Sperrspannung, t <120 s
Reverss voltags

Verustleistung
Total power dissipation

mi

Elekirostatische Entladung
Electrostatic Discharge
Human Body Model according fo EQSESD-5.1-1003

L)

Kennwerte (T, = 25 =C)
Characterisgtics

Bezeichnung Symibal
Parameter Symibeol

Wert
Valua

Einheit
T

min

typ max

Spekirale Fotoempfindlichksit des Chips -

Speciral sensitivity of the chip
i = B50nm
i =T80nm

045
05

AN

Fofostrom, ¥V =5V, E; = 0.5 mWiom® Ia
Photocurrent
i = 650nm
% = 780nm

10
11

udy

Wellenlange der max. Foloempiindlichkeit P p—

Wavelsngth of max. sensitivity

B20

Spekiraler Bareich der Fofoempfindlichkei i
Speciral range of sensitivity
5 =10% of Spx

A00_ 1050

Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache| L «

™

Dimensions of radiant sensitive arsa

==

06«06

MM = MM

Abstand Chipoberflache zu Gehauseoberlache H
Distamce chip front io case suriace

24 .28

2007-04-27

na

Opto Semiconductors

OSRAM
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Kennwerte (T, = 25 =)
Characterigtics (cont'd)

Bezeichnung Symibal Wert Einheit

Parameter Symibeol Value UImit
min typ

Halbwinksl P =47 Girad

Halff angle deg.

Dunkelstrom, V=5V 15 005 nA

Dark current

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

Rize and fzll tims of e photocurrent, 109 - B0%

V=5V R =50m; 2 =650nm; f,=1mA I §y 18 ns

Ve=5W, B =500 0 =TBO nm: f, =1 mA I g 20 ns

Kapaziat, f=1 MHz, E=0, V=0V Ch 3 pF

Capacitanca

Temperaturkoeffizient won I

Temperature coefficient of I

3 = 650 nm Ic, 003 A

i =780 nm 0.0 K

Rauschaquivalente Strahlungsleistung’! B0« 107 W

Moize eguivalent power, V5 =5V, L =650 nm ﬁ

. ™
) NEP = 17,910 ”:.ws—l
L
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MabBzeichnung
Package Outlines

Aves ot
5. |0L.205)
T& o)

4.1 |ILEET)

[x
=)
=
£

06 jo.02e)

ad 1 [0.123)

gg 04 jamG|
:4 :
by &
\ B(0142)
Chip postion
Colector [Trrelsio | 2071142 B3 [0.248)
Cathode [Tioe]

L 53 {0235

GEDEE

MaBa In mm (inch) / Dimenskons In mm {inchi

Empfohlenes Lotpaddesign Wellenltten [TTW)
Recommended Solder Pad TTW Soldering

M&Ba In mm (Inch) / Dimerskons In mm {nch)
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Litbedingungen

Soddering Conditions

Wellenloten TTW (nach CECC 00802)
TTW Soldering [zcc. to CECT 00802)

a0
T
T &0
0 —
150
10 —
5 -
0 I I I | I I | I I
L] 2] 100 150 2m B 260
e —
Fubllshsd tl! EL” Bl ared Chma EoHS complianl peoduc @
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wemerwerksrasse 2, D-93049 Ragensburg HERREER EHS HERES
WWW. DEFBMm-08.Com i .
© All Rights R " EETEANzENRE TEASAERMMLE,
The Information deschbes M fype of component end shall not be consldered a8 assured charscienstics.
Tams of dedhiary and rights to change resarad. Dus to tachnical requiraments com I_E}ents may comein
dengerous substances. For Information on tha types In question pleass D:II'I'IE.III].ITSSJBE-':H'QE
Packing
Plegsa use the recycling operabors kﬂﬂ“ﬂhg] ¥i'a can also help you - In touch wifth your neanast salas offica.
2y agraement we wil take packl c, I s 5o, You musf Desr e coste of ranot. For pcking
miierial that Is retumed to us u oF WAl we &ne ot abliged fo accept, we shall have to Invoice youfar any cos
Incurmad.
Componens used I - SUPpOrt devIces or SySteMs MUst be sxpressly aUOzad for such purpose! Crica
'JJI'I'FI':I"I'ETIE‘ may only be used In |e-suppar m! H'E]"E'E’I'Tﬁ- FBEE-'H“HE’I'I-E.I}FI"I'E] DEH”I' 03,

'ﬁﬂﬂﬂmm antlsm:mpmantumlnam EJFﬂ-DI'[EEI\"DEI H’E]’EEW‘“EGETEHUI’BEHHFEEEJ]HH
o cause the tallure of that Ife-5upport device of system, or o afiect Its satety or eactivenass of that o2 nen{syrstam

? LM support davicas or systems ara intendad (=) to be Implantad In the human body, of {b) to support endlor meaintin
and sustain human Ike. I ihey tall, It ks reasonabie to assume that the ealih of e user may be andangered.
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Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
Silicon PIN Photodiode with Daylight Filter
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

SFH 235 FA

Wesentliche Merkmale

» Speziell geeignet fir Arwendungen bei 880 nm
+ Kurze Schalzeit (fyp. 20 ns)

» 5 mm-Flastikbauform im LED-Gehiuse

» Auch geguriet lisferbar

Anwendungen

+ IR-Femsteusrung von Femseh- und
Rundfunkgeriten, Videcracordem,
Lichtdimmern und Gerdtefernsteusrungen

+  Lichtschranken fir Gleich- und

Wechsellichtbetrieb
Typ Bestellnummer
Type Ordering Code
SFH Z35 FA Qa2702P02T3
20050330

Features

+ Especially suitable for applications of 330 nm
+  Short switching time (typ. 20 ns)

« 5 mm LED plastic package

+ Also available on tape and res

Applications
+ |R-remote control of hi-fi and TV sefs, video

tape recorders, dimmers, remaote control of
Vanous equipment

+ Photointermupters

Opto Semiconductors

OSRAM
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Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Symbal Wert Einheit
Parameter Symbaol Value Unit
Betriebs- und Lagertemperatur T Ty —a0 L+ 10D [ E
Cperating and storage temperature rangs

Sperrspannung Fr 32 W
Reverse woltage

Werustleistung, T, =25 °C F 150 miy
Total power dissipation

Kennwerte (T, = 25 “C, & = 870 nm)

Characteristics

Bezeichnung Symbaol Wert Einheit
Parameter Symbol Value Unit
Fotostrom I 50 = 40) A
Photecurrent

Fp=5Y_E, =1 mWcmd

Wellenlinge der max. Fotoempfindlichkeit FI— aoo e
Wawelength of max. sensitivity

Spektraler Bereich der Fotoemgfindlichkeit A 0 ... 120 |(nm
S=10% von 5.,

Spectral range of sensitivity

S=10%of5

Bestrahlungsemgfindliche Flache A ) mm*
Radiant sensitive area

Abmessung der bestrahlungsempfindiichen Flache |L= B 2.85 = 285 MM = [
Dimensions of radiant sensitive area L=

Halbwinks q + 85 Girad
Half angle deg.
Dunkelstrom, Fr= 10V I 2 (=30 né
Diark current

Spektrale Fotoemgfindlichkeit 5 0.2 AW
Spectral sensitivity

Quantenawsbeute 1 0.4 Electrons
Cruantem yield Photon
Leeraufspannung, E, = 0.5 mWicm? Fy 320 (= 250) my

COpen-circuit voltage

2005-03-30
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Kennwerte (T, =25 “C, L =370 nm)
Characteristics {cont'd)

Bezeichnung Symbil Wert Einheit
Parameter Symbal Value Unit
Kurzschbulistrom, E, = 0.5 mWiom® T 22 10}
Short-gircuit current
Anstiegs- und Abfalizeit des Fotostromes .4 20 ns
Rise and fall time of the photocurrent
R =308 Fy, =3V, A =650 nm;J = 500 pA
Durchlalfspannung, fr = 100 mA, E=10 Fr 1.3 v
Forward voltage
Kapaziat, ], =0V, f=1MHz. E=0D Cy 72 pF
Capacitance
Temperaturkoeffizient von F, T, —-26 miw' K
Temperature coefficent of
Temperaturkoefizient von 1o I 0.03 W
Temperature coefficient of ..
Rauschiguivalente Strahkngsleistung NEP 4.0= 10 W
Muoise eguivalent power Az
Fe=10V i

- [ 12
Nac:hhfesgre!'lze. Frp.= 10V D 6.8 = 10 em ¥ 1z
Detection fmit —W
2005-0:3-30 3
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Ralatlvs Spaciral Senaltivity Photacurrant /- = fie,, Fp=5W Tofal Power Diasipation
S =il Open-Clrcult Voltage P =T
Fo=fiE,)
B
p o

E 1 B

4 X ] T

—_— T

“an i .18 000 eem 1300

Dark Curment Capacitance I Dark Curmsnt
Le=fil,LE=D CufiT,L =1 MHz, E= LefiT T, =10V, E=D

JEE T

= ? M = =
M / | <] B -
/ .21 ] %
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MaBzeichnung
Package Cutlines

355 {1.35)
355 (1.518)
glS i
P :
=l 2] pex 0.5 J2.020|
5. el ot i ||u3 15012
=81 :
- B =1 =
= ale | |azpe 3.4 {0122}
152071 == - TEjLIE
. - 7.2 [02E3) e
12{0047) x? *—""_l?ﬁ
E 13 Calnode
==
i -
1 Prrzesrslve
Sutas ~~ ares
mifat GROTEG]

Malla werden wie folgt angegenen: mm {inch) / Dimenslons are specified as Tolows: mm (nch).

Litbedingungen
Soldering Conditions

Wellenlaten {TTW) {nach CECC 00802}
TTW Soldering {acc. to CECC 00B02)
g CHL TS
o — Baormalbrve
standard cures

=

e T L
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Pubilizhad by
O5RAM Opto Samiconductors GmbH

‘Wemerwerksirasse 2, D-33045 Regensburg

WWW_.DETAM-08.COm

i Al Rights Reserad.

The Informabion descriipes e ype of component and shal not be considersd as assured charactedstics.

Tarms of delveny and righis 1o change design reserved. Due to bechrical requirements companents may contain
dangenius substances. Forinformation on the tyoes In question please contact ur Sales Organizatian.

Packing

Pleass use the recycding HOerabors knoan 9 yow We can also help you Iri bowch with vour nearast sakes office.
By agraement we il I:gte packing material En: i It 15 sorted. \Enﬁlll rnms?%ltear me mts}n"TlHan For p a-:iln1g
Ir'natl!lﬂ that |s retumead ta L s of which 'we are not obliged to accept, we shall have 1o In'ﬂ:i::& yaufar any cosEis
neurred.

Componente waed In Ife-support devices o systems must bs & authorized for such purpeesl Crical
components ', may only be uEed In Ife-sunpan E.mes OF BYEIEME ¥ 4T e enoress wiikien appruuaip COSRAM O35
" & crilca mg-unentlaampunentusedna If2-5Uppoit device or BYEIEm wnose Tallure can reasonably be expasted
to cause the fallure of that Ife-sLppart device or GYSIEM, of to affect ItS safety or efaciveness of that device or systam,
% Life support davicas o SyStems are Intendag {a) o be Impianted In the human body, or (b 1o support andior maimtain
and susialn numan IFe. If they fall, It |5 reasonabie to assume that the health of the user may be endangersd.
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